ELM201 KATIHAL ELEKTRONIGI-I

Varikap Diyot Uygulama Ornegi
FM Modulator Devresi

Ters polarizasyon arttik¢a (ses sinyalinin pozitif degerlerinde)
pn eklemindeki fakirlesme bolgesi genisler.

Bu durumda kapasite etkisi azalir.

Negatif ses sinyali girisinde tersi gerceklesir: Diyot lizerindeki
ters kutuplama azalir, diyotun kapasitesi artar.

Osilator frekansi boylece modiile edilir.
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- Colpitts osilator
- C3 ve L1 salimim frekansini belirliyor.

- D1 diyodunun kapasitesinin degismesi, tank devresinin
rezonans frekansini degistirir.
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Varikap Diyot — Varaktor- (Wikipedia)

Aslinda kondansator degil, diyot olarak olusturulmus bir
elemandir. Diyotlara ters gerilim uygulandiginda kondansator
gibi davranirlar. Gerilim kontrolliidiir.
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Yarim Dalga Dogrultma Devresi
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Yarim Dalga Dogrultma Devresi Giris Cikisi

Yarim Dalga Dogrultucu Girisi

Yarim Dalga Dogrultucu Cikisi

Genlik (V)
Genlik (V)

Zaman (s) Zaman (s)
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Diyot Devrelerinin Analizi

Diyot devre analizinin amaci, Q-noktasinin bulunmasidir.
Q-noktas1 (Q-point -Quiescent operating point, or bias point-).
Q-noktasi, diyotun I-V karakteristikler1 {lizerinde c¢alisma

noktasini tanimlayan DC akim ve voltaj (Ip, Vp) degerlerini
gosterir.
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Analiz dongii denkleminin yazilmasiyla baslar:

V=Ip.R+Vp (1)
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Esitlik (1), devre elemanlarinin diyodun calismasi iizerine
koydugu kisit1 gosterir.

Diyot I-v karakteristigi, yariiletken diyodun Kkendisi
tarafindan belirlenen (izin verilen) Ip, Vp degerlerini gostertir.

Bu 1ki kisitin ayni1 anda ¢oziimii Q-noktasini tamimlar.
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Diyot iI-v karakteristigi ve yiik hatti
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